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【背景】半導体への高効率なスピン注入とその検出には, 強磁性体にスピン分極率の高い材料を

用いることが有効である. Co2FeAl0.5Si0.5フルホイスラー合金(以下 CFAS)は, 磁気トンネル接合に

おいて高いスピン分極率を示しており[1], 半導体へのスピン注入源としても魅力的な材料である. 

これまでに我々は, CFASの構造規則度とスピン注入・検出効率の関係性を明らかにするため, 3端

子 Hanle シグナルの CFAS 成膜温度依存性について調査を行ってきた. その結果, CFAS 成膜温度

が低いほどCFASの構造規則度は低く, シグナルは増大するという傾向にあった[2]. しかし, この

シグナル増大は 2 ステップトンネリングによるものである可能性があり, 構造規則度とスピン注

入・検出効率の関係性についてはいまだ明らかになっていない. そこで今回は, CFAS 成膜温度と

スピン注入・検出効率の関連性についてより正確に理解するため, 非局所 4端子測定による評価

を行ったので報告する.  

【実験方法】CFAS(10 nm)/n
+
-GaAs (20 nm)/n-GaAs (500 nm)

構造を i-GaAs 基板上に MBE を用いて作製した. CFAS 成

膜温度(TCFAS)は RT ~ 400 ˚Cとした. 作製した試料は EBリ

ソグラフィ, およびArイオンミリングを用いてFig. 1に示

すような構造へと加工し, CFAS の磁化容易軸方向(素子長

手方向)に磁場を印加しながら 4端子非局所測定を行った. 

【結果】RHEED, および XRDより, CFASは TCFAS = RT以

上で B2構造, 300 ˚C 以上で L21構造であった. 4端子非局

所測定を行ったところ, すべての試料について Fig. 2(a)で

示すような電圧変化が観測され, n-GaAs へのスピン注

入・検出に伴うシグナルであることが確認された. 電圧変

化量 ΔVは TCFASの上昇に伴い増大し, 300 ˚Cで最大値が得

られた (Fig. 2(b)). 講演当日は, ΔVのバイアス電流依存性, 

電気伝導特性についても比較・議論する. 
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Fig. 2 (a)4端子非局所測定の結果, (b)ΔVの

CFAS 成膜温度依存性. 

 

Fig. 1 作製したデバイスの模式図. 
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